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１．概要（Summary） 

薄膜永久磁石を用いたデバイスを形成する目的で、

300nm 厚 NiFe、10nm 厚の Ta 膜めっき膜を形成し

たが、高磁場において磁歪変形が生じてしまった。こ

れを解決するための相談である。 
 これに関しては、Ta 膜の厚さがポイントとなるた

め、Ta 膜厚と磁歪の関係を示した。さらに、残留応

力についての知見も交えて議論した。 
 
２．実験（Experimental） 
 
 なし。 
 
３．結果と考察（Results and Discussion） 
 
 なし。 
 
４．その他・特記事項（Others） 
 

なし。 
 
５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 
 

なし。 
 
６．関連特許（Patent） 
 

なし。   


